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強誘電体のバンド構造は，電気分極が作る電場により分極配向に従い折れ曲がることが予想さ

れる。この電子構造はバンドベンディングと呼ばれ，金属-強誘電体接合系[1]や光起電力デバイ

ス[2]における特異な電子伝導の主要な発現機構だと考えられている。これまで強誘電体のバンド

ベンディング構造は実証されていなかったが，今回我々は BaTiO3 (BTO) 薄膜について角度分解

硬 X線光電子分光 (AR-HAXPES) 実験を行うことで，強誘電体の内殻原子軌道のバンドベンディ

ング構造を観測することに成功したので報告する。 

BTO試料は厚さ 5nmの薄膜形状のものを Nbドープ SrTiO3 (NSTO) 単結晶基板上にパルスレー

ザー堆積法を用いて高配向状態で成長させた。BTOの分極配向は，圧電応答顕微鏡で NSTO基板

側であることを確認した。広角対物レンズを組み込んだ AR-HAXPES 装置を用いることで，試料

表面から基板界面までの深さスキャンをワンショットで測定した。 

図 1に BTOの Ti 2p3/2軌道の結合エネルギーの深さ依存性を示す。遮蔽効果が起きる BTO表面

（5°-15°）と BTO/NSTO 界面（45°-65°）を除いた試料内部（15°-45°）において線形にエネルギ

ーがシフトする様子が観測された。このエネルギーシフトは電気分極の向きから予想されるバン

ドベンディングと一致する。 

 

Fig. 1. Depth dependence of binding energy of Ti-2p3/2. 
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